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Informaqe podstawowe o hal)ilitancie

Dr in2. Aleksander Urbaniak jest absolwentem kierunku fizyka na Wydziale Fizyki

Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyska+ tytu+ mgr in2. w roku 2005, a nastgpnie

stopiei\ doktora nauk fizycznych w roku 2010 na podstawie przedstawionej rozprawy

doktorskiel p.t. ,,Metastabilne rozklady defekt6w w materia+ach I'otowoltaicznych

Cu(in,Ga)Se2" na tym samy wydziale. Dalsze place badawcze, po otrzyillaniu stopnia

doktora, byly kontynuacjq badafl prowadzonych w trakcie realizacji doktoratu.

Wp+yng+o to korzystnie na jednorodny rozw6j naukowy kandydata. szczeg61nie

w zakresie stosowanych metod eksperymentalnych, testowanych materia}6w

fotowoltaicznych oraz dog+gbnej interpretacli otrzymanych wynik6w. Przedmiotem

recenzowtulego wniosku o przeprowadzenie postgpowania habilitacyjncgo jest sp6jny

tematycznie zestaw ogmiu publikacji.

Habilitant pracuje nieprzerwanie w tej samei grupie badawczej, zwiqzanei

z Wydzia+em Fizyki Politechniki Warszawskiei od roku 2008. przechodzqc przez

kolejne etapy zatrudnienia na stanowisku asystenta, starszego rcferenta w programie
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FP7 oraz na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego od pocz4tku roku 201 1

Posiada bardzo dobre dogwiadczenie dydaktyczne -- prowadzi Cwiczenia ilaboratoria

Bierze aktywny udzia+ w dzia+aniach upowszechniaj4cych naukg

2. Infornlacja o przylgtym sposobie oceny

Miarodajna ocena dostarczonej do recenzji dokumentacji nie jest trudna. Jest ona

przygotowana w spos61) og61nie poprawiiy. Wybrany do oceny dorol)ku cykl 8-miu

publikacji jest sp6jny tematycznie - publikacjc oznaczone s4 symbolami od H I do H8.

Aktywno96 badawcza kandydata skupia sig na analizie odtworzcnia realnej struktury

energetycznel wielowarstwowych struktur fotowoltaicznych w ukladzie CIGS (prace

Hl-H6), a tak2e prezentuje dwie price(H7-H8), w kt6rych badana jest modna ostatnio

warstwa SnS. kt6ra mode w przysz+ogci znale26 zastosowanie w komercyjnych

ogniwach fotowoltaicznych, pod warunkiem osi49nigcia zadowalajqcel sprawnogci

na poziomie 20 %.

W pracach od HI do H8, bez HI iH5, habilitant jest ich pierwszym itutorem

Wskazuje to na du2q samodzielno96 w prowadzeniu bada6. kt6ra rc)zwing+a sig

w ci49u 8 ]at o(] daty uzyskania doktoratu.

Przedstawiony do oceny jednotematyczny cykl prac powsta+ po uzyskaniu

stopnia doktora, to jest w ]atach 201]-2018. Sumaryczny impact factor 8-ciu

publikacjiwynosi 17.382. Podany w autoreferacie indeks Hirscha habilitanta wynosi

7. Po sprawdzeniu bazy Web of Science (wynik z tzw. All Databases) indeks ten

wynosi jednak 6. Podana przez habilitanta +4czna ilofC cytowa6 wynosi: 227 a bcz

autocytowa6 213 (dane z 27.03.2019). Wyniki na dzie6 29.01.2020, w dostgpnq dla

piszqcego tg recenzjg bazie, sq jednak znaczqco mniejsze, odpowiednio: 215 i193.

Poza tym serwis Web of Science podaje 16 indeksowanych publikacjiz zasob6w All

Databases na dzieh pisania recenzji. Habilitant podaje w autoreferacie lqcznq liczbg 2 1

publikacji, z czego 13 po uzyskaniu stopnia doktora, nie wskazujqc, czy publikacje te

sq indeksowane przez Web of Science. Wyra2na rozbie2nofC w podawanym przcz
habilitanta dorobku mode budzi6 pewne zdziwienie, kt6rej pochodzenie jest trudnc

do Wjagnienia. Autor autoreferatu zawar+ poza tym uwagg, 2e w bazie Web of

Science nie uwzglgdniono znacz4cej liczby jego cytowafl. Togo rodzaju wyjagnienie
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uwa2am za niezasadne. Baza ta bowiem dysponuje bardzo sprawnym systemem

reklamacyjnym, kt6ry pozwala na wprowadzenie szybkich poprawek do zg+aszanych

b+gd6w iniegcis+ogci. Poniewa2 jednak wska2niki bibliometryczne, w opinii

reccnzenta, nie powinny by6 g+6wnym wyznacznikiem ocenianego dorobku s4 to

wska2niki pozornie ilogciowe, obarczone logik4 rozmytq, oraz s4 bardzo zale2nc sq od

uprawianej szczeg6+owel dyscypliny naukowej - przedstawiony dorobek uwa2am

za zadowalaj4cy iwystarczaj4cy to tego, aby podlega+ ewaluac.iiw ramach

przedstawionego wniosku o przeprowadzenie postgpowania habilitacyjnego

w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka.

Pewnq niedoskona+o£6 w dorobku habilitanta stanowi beak wykazanych

zg+oszeA patentowych lub uzyskanych patent6w, co dla pracownika politechniki

powinno by6 pewnym wyzwaniem.

Kandydat odby+ kilka stacy naukowych w dobrych ogrodkach zagrttnicznych

o ustalonej renomie, co przyczynilo sig do ustanowienia trwa+ej wsp61pracy ]laukowei

Ponadto, habilitant uczestniczy+ w realizacji siedmiu projekt6w o charakterze

lokalnym ieuropejskin] (FP7). Dr in2. Aleksander Urbaniak jest osob4 rozpoznawalnq

w grodowisku zagranicznych naukowc6w, co uwidacznia sig w zlecaniu mu reccnzji

licznych artyku+6w w znanych czasopismach o zasiggu gwiatowym.

Zanim jednak przejdg do oceny przedstawioncgo cyklu publikacji chciaicm

przedstawi6 kilka og61nych uwag edytorskich, r6wnie2 czgfciowo zwiqzanych

z powy2szymi uwagamio rozbie2nogciw podanych w autoreferacie wartogciach

wska2nik6w bibliometrycznych. Autoreferat zawiera mn6stwo blgd6w gramatycznych

i stylistycznych, kt6re wprowadzajq szereg nidasnogci podczas lektury kolejnych

stron. Innymi showy, autoreferat jest przygotowany niedbale. Przyk+adowo, na strode

5-tej, autor odnosi sig do pojgcia pasma, detlniujqc p+ytkie poziomy energetyczne. nie

pisz4c jasno, czy ma na mygli pasmo przewodnictwa, czy pasmo walencyjne. Dalej,

na strode 6-tej, autor pisze. 2e schemat z rys. I jest uproszczony inie uwzglgdnia

dw6ch lech. W kolejnych zdaniach nie jest jasne o jakie dwie ccchy chodzi. Mo2na

sig jedynie domygla6, 2e chodzio niejednorodno96 przerwy energetycznd, z .jednei

strony, oraz o powstawanie warstwy przqgciowej Moser na molibdenowej warstwie
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pod+o2a, z drugiej strony. Kwestig odmiany przez przypadki nie bgdg daIeI
komentowa+.

3. Ocena jednotematycznego cyklu publikacji bgdqcego podstawq osi49nigcia

naukowego, podlegajqcego ocenie -- publikacje oznaczone jako HI H8.

Kandydat uzyska+ doktorat z nlzykiw roku 2010. Data ta stanowi istotne odniesie

dla chronologii pojawiania sig publikacjiw kolejnych latach.

Publikacja HI, p.t. ,.Sub-bandgap photoconductivity and photocapacitance in CIGS

thin films and devices'', wieloautorska, gdzie kandydat jest jej wsp6+autorcnl, wydailtl

w Thin Solid Films (5]9, pp. 7489-7492) ukaza+a sig w roku 201 1. Autorzy nawiqzui4

do otrzymanych wczefniej, przez innych badaczy, rezultat6w czysto teoretycznych.

wskazujqcych na istnienie g+gbokich poziom6w energetycznych, zwi4zanych

z defektami, le2qcych oko+o I eV powy2ej pasma walencyjnego w polikrystalicznych

materia+ach typu CIGS oraz CGS. Autorzy dokonali pomyflnd, eksperymentalnel

wcryfikacji przewidywa6 poprzez pomiary fotopolemnogciifotoprzcwodnictwa

w strukturach wykonanych dzigki wsp6+pracy migdzynarodowel. Autorzy s+usznie

wykazali, 2e otrzymane wynikiiich interpretaqa nie pozwala na dokladne okreglenie

po+o2enia poziom6w energetycznych le2qcych w obszarze przerwy energetycznej

rozwa2anych materia+6w. Tak wigs, istotnq nowogciq pricy jest ekspcrynlentalna

weryfikacja przewidywarl teoretycznych itch krytyczna ocena.

Publikacja H2. gdzie kandydat jest jej pierwszym autorem, wieloautorska, powsta+a

we wsp61pracy migdzynarodowej, p.t. ,,Defect spectroscopy of Cu(in,Ga)Sc2-based

thin film solar cells on polyimide substrate". wydana w Thin Solid Films (535, pp.

314-317), ukaza+a sig w roku 2013. Z g6ry nale2y stwierdzi6, 2e jest to praia

wyr62niajqca sig pogr6d innych osi49nig6 habilitanta. Autor, wraz zc

wsp6+pracownikami, dokona+ po raz pierwszy najbardziej dojrza+ej iracjonalnej

interpretaqi fizycznej pochodzenia sygna+6w otrzymanych w spektroskopii

admitancXjnej, w strukturach fotowoltaicznych, warstwowych na bazie materia+6w

CIGS. W pracy wskazano, w spos6b jednoznaczny, dwojakie pochodzcnie

mierzonych sygna+6w; z migdzypowierzchni CIGS/CdS graz z dctekt6w

objgtogciowych struktury. Tak wigs po raz pierwszy powi4zano mierzone sygna+y
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z konkretnym poziomami energetycznymi, a co warne, z ich przestrzennym

ulokowaniem w strukturze warstwowej ogniwa fotowoltaicznego.

Publikacja H3, p.t. .,Effects of Na incorporation on electrical properties of
Cu(in,Ga)Se2-based photovoltaic devices on polyimide substrates'' zosta+a

opublikowana w roku 2014, w czasopigmie wydawnictwa Elsevier, Solar Energy

Materials & Solar Cells 128, pp. 52-56. Praia nawi4zuje do poprzcdnio badanych

materia+6w CIGS, posiada wyrafny aspekt aplikacyjny itechnologiczny, nie rezygnuje

jednak z glgbokiej analizy ipodstawowego rozumienia zjawisk zwi4zanych ze

znaczeniem jonu sodowego, ulokowanego w obszarze pod+o2a poliamidowego, dla

wydajnogci pricy kom6rki fotowoltaicznd. W pracy testowano r62nc sccnariusze

modyfikacji skladu materialowego warstw, pod k4tem zawartogci sodu. Habilitant,

bgdqcy wiodqcym autorem publikacji, stawia tezg, popartq przeglqdem danych

literaturowych iw+asnymi wynikami pram eksperymentalnych zawartymia artykule,

o wp+ywie technologii wytwarzania ogniw na elektryczne w+agciwogci granic ziaicn

materia+owych. a w konsekwencji, na wynikaj4c4 z tego koncentracjg nognik6w

dziurowych w fotoogniwie. Wyniki tracy nale2y uzna6 za oryginalne, wnosz4ce

znacz4cy wk+ad do rozwoju wiedzy na temat kontrolowanego technologicznie wzrostu

wydajnogci fotowoltaicznd ogniw typu CIGS.

Publikacja H4, opublikowana w tym samym roku co publikacja H3, w Thin Solid

Films 574, pp. 120-124, p.t. ,,Capacitance spectroscopy of Cu(in,Ga)Se2-based solar

cells with a Pt back electrode" jest niejako uzupe+nieniem publikacji H3, kt6ra
analizowa+a wp+yw jonu sodowego na wydajno96 fotoogniwa. w obszarach

zwiqzanych z pod+o2em, w warstwowej strukturze ogniwa fotowoltaicznego CIGS

W obecnej pracy o charakterze metrologicznym, przeprowadzoilo analizg

por6wnawczq dotyczqcq rodzaju informacji otrzymanej w spektroskopii

polemnogciowej, jegli jako tyln4 elektrodg fotoogniwa stosowaC; alba warstwg

mollbdenowq. albo platynow4. Autorzy koncentruj4c sig na metodologii pomiaru

admitancyjnego ipodaj4 w konklu4i zalecenia dla w+agciwel interpretacJi danych

eksperymentalnych. W pracy zaobserwowano dwa, dominujqce sygna+y o charakterze

schodkowym, znane w doniesieniach naukowych jako Ni oraz N2. Po dokonaniu

szerokiego przeg14du literaturowego, zawieraj4cego niekiedy wykluczajqcc sig

interpretaqe otrzymanych wynik6w, autorzy pracy dokonujq w+agciwej klasyllkacji

5



pochodzcnia mierzonych zmian sygna+6w, jako zwiqzanych z procesami

wielofononowymi, kt6re mo2na zaobserwowa6 in. in. w spektroskopii ramanowskiej.

Nie tylko zresztq w tej pricy, w+agciwa interpretaqa, wiq2qca otrzymane

spektroskopowo sygna+y Ni iN2 z jednoznacznym umiejscowieniem ich pochodzenia

w strukturze fotowoltaicznej g+6wnie pochodzenia defektowego - jest znaczqcym i

oryginalnym osi49nigciem habilitanta.

Publikacja H5, jakkolwiek nawiqzujqca do przednim badail, analizujc strukturg

warstwowq ogniwa fotowoltaicznego z punktu widzenia zjawisk transportu

z za+o20nym rozk+adem bader potencja+u. Habilitant w td2e pracy nie jest jej

g+6wnym autorem. Z punktu widzenia chronologii powstawania artyku}6w, opisanych

w autoreferacie, publikacja H5 ukazala sig w nlateria+ach konferencUnych organizacji

IEEE, jako pok+osie 37 Konferencji Specjalist6w Fotowoltaicznych, kt6ra odbyla sig

w Seattle (WA), w Stanach Zjednoczonych w polowie roku 2011, a wigs przed

pracami H2, H3 iH4. Tytu+ pricy ,,Barriers for current transport in CIGS structures

dobrze oddaje jej zawarto96. Co nale2y podkregli6, praia ma charakter

cksperymentalny a nie teoretyczny, aczkolwiek autorzy uzyskali r6wnie2 wyniki

symulacyJne opublikowane w innych, swoich artyku+ach, na podstawie rezultat6w

otrzymanych najp62niej w roku 201 0, czyli jeszcze w okresie, kiedy by+ finalizowany

doktorat habilitanta. W pracy pojawia sig wstgpna, jeszcze niepe+na analiza

pochodzenia sygna+u Ni. Jake wa2ny wyniki pram badawczych nale2y uznaC

dostarczcnie hipotezy aplikacyjnej o wy2szofci pod+o2a nlolibdenowego

nad platynowym, ze wzglgdu na redukcjg rekombinacji migdzlwarstwowej dla

materia+u pod+o2owego ogniwa.

Pul)likacja H6 z roku 2016 p.t. ,,Defect levels in Cu(in, Ga)Se2 studied using

capacitance and photocurrent techniques" ukaza+a sig J. Phys.: Condensed Matter 28,

215801 (9pp). Habilitant jest jej pierwszym autorem. Artyku+ stanowi pewncgo

rodzaju podsumowanie kilkuletnich wysilk6w badawczych zespo+u kandydata

niejednokrotnie we wsp6+pracy z ogrodkami zagranicznymi -- nad dostarczcniem

pe+neJ interpretaqi struktury energetycznej ogniw tbtowoltaicznych typu CIGS lub

podobnych, z uwzglgdnieniem stan6w wprowadzanych przcz defekty. Praca

przedstawia r6wnie2 krytycznq analizg stosowania admitancyjnych spektroskopii

poziom6w g+gbokich w badaniu wielowarstwowych struktur CIGS. Czyni to,
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por6wnujqc wyniki bada6 otrzymanych metodalni spektroskopii g+gbokich poziom6w

pochodzcnia defektowego (DLTS), zmodyflkowanej spektroskopii DLTS z u2yciem

zaporowo spolaryzowanego impulsu napigciowego (reverse-bias DLTS, RDLTS),

graz indukowanej impulsem gwietlnym pr4dowej spektroskopii stan6w

energctycznych (PICTS). Pomiary prowadzono w szerokim zakresie temperatur

od 150 K do 260 K. Zastosowanie tak szerokiego podejgcia do eksperymentu

zaowocowa+o wprowadzeniem klasyHlkacji zawiera:j4cei szegC rodzaj6w sygna+6w

Pewne z nigh posiada+y cechy zwi4zane z historycznymi jui sygna+ami, oznaczanymi

jako Nt iN2. Wydaje sig, 2e tutor dostarczy+ w ko6cu vvywa2on4 interpretaqg

powstawania tych sygnal6w, jako takich, kt6rych pochodzenie jest dosy6 z+o2one.

zale2ne od historii laboratoryjnej pr6bki, czyli sposot)u jej przcchowywania i

testowania. Bardzo zasadnym wydaje sig, 2e nazwanie tych2e sygna+6w .,Ni-related" i

Nz-related" (N-podobne sygna+y; w dowolnym t+umaczeniu na jgzyk polski).

Osiqgnigty wynik pracy, powinien w koflcu byC traktowany przez spo+ecznogC

naukowq, jako w miarg zako6czone zagadnienie inie bgdzie w przyszlogci traktowany

przez r62ne zespo+y badawcze jako pretekst do produkcji niekoAczqcych sig semi

pomiarowych ikonferencyjnych.

Rok 2017 to formalny poczqtek nowego okresu badawczego habilitanta zawarty

w pricy H7 p.t. ,,Opto-electrical characterisation of In-doped SnS thin films for
I)hotovoltaic applications" opublikowanejw Thin Solid Films 636, pp. 1 58-163. Praca

ta stanowi wigs koldny krok naprz6d w rozwoju naukowym kandydata, zw+aszcza

wobec wyra2nego, przeg14dowego charakteru poprzedniej pricy H6, dotyczqcej

struktur CIGS. Obecny artku+ dotyczy zwi4zku SnS, posiadajqcego wide zalet

nietoksycznogC w por6wnaniu z kadmem, du2a dostgpno£6 w cyny w por6wnaniu

do galu czy telluru oraz ni2sze koszty wytwarzania. Badania nad zastosowaniem

zwiqzku SnS w fotowoltaice trwajq jui od kilkudziesigciu lat. Przewidywana

teoretycznie wskazujq na mo21iwo96 uzyskania wydajnogci ogniw na poziomie 20%,

czyli por6wnywalnie do otrzymanych w praktyce wydajnogci ogniw CIGS.

Dotychczasowe price eksperymentalne ze zwi4zkiem SnS, w zale2nogci

od zastosowanych warstw buforowych ipod+o2a, daj4 wydajno96 na poziomie 4.5%.

Autorzy pracy przeprowadzili szereg pomiar6w, g+6wnie z wykorzystaniem

fotoluminescenqi oraz charakteryzacji strukturalno-materia+owej (XRD, AFM)

cienkiej warstwy SnS, r6wnie2 domieszkowanej indem. .Jakkolwiek wyniki pracy nie

7



majq prze+omowego charakteru, to jednak dostarczaj4 wstgpnych wynik6w

do dalszych bada6 wpisuj4cych sig w wytwarzanie ogniw s+onecznych, np. w postaci

struktury CZTS.

Praca H8, opublikowana w roku 2018, jest kontynuacj4 nowo podjgtego wqtku

na badaniem nowych materia+6w fotowoltaicznych zwi4zanych ze zwi4zkienl SnS.

Habilitant nie jest jej pierwszym autorem. Artyku+ ukaza+ sig w Thin Solid Films 664.

pp 60-65. W trakcie bada6 zastosowano tg same technologic rozpylania

pyrolitycznego, co w pricy H7, tym razem jednak wtirstwy domieszkowano wanadem.

Charakter obecnej pracy wskazuje na pewien postgp w rozumielliu zjawisk

zachodz4cych podczas optycznego wzbudzania materia+u. Autorzy,

po przeprowadzeniu wnikliwej analizy danych literaturowych, g+6wnie otrzymanych

z symulaqi numerycznych, zaproponowali oryginalny schcmat struktury

energetycznej badanego zwi4zku, r6wnie2 takiej, w kt6rej wprowadza sig stony

defektowe w obszarze przerwy energetycznej p6+przewodnika. Tego rodzaju analiza

jest niew4tpliwie nowatorska i jest zwiqzane ze swego rodzaju specjalizacj4

i dogwiadczeniem grupy badawczej habilitanta w zakresie g+gbokiego zrozumienia

realnej struktury energetycznej wielowarstwowych struktur foLowoltaicznych. Praia

na dzie6 pisania obecnej recenzji ma jedno cytowanie. Praia H7 ma ich jui sze£6.

Tcmat zwiqzany z SnS jest zatem wart kontynuowania

4 Podsumowanie oryginalnych, najwa2niejszych osiqgnigC naukowych

Do g+6wnych osi49nig6 habilitanta nale2y zaliczy(S, poczynalqc od najwa2niejszych

nastgpuyqce wyniki pram naukowych:

1. W+agciwe i glgbokie zrozumienie fizycznej lokalizacji defekt6w w strukturach

fotowoltaicznych CIGS izwi4zane z tym przyporz4dkowanie sygna+6w

spektroskopowych, otrzymanych z wykorzystaniem metod admitancyjnych

w ogniwach fotowoltaicznych

11. Wykazanie, 2e interpretaqa tzw. sygna+6w Ni i Nz nie jest whale tmiwersalna.

Przyk+adowo, w pricy H6 pokazano, 2c sygna+ Ni nie pochodziz warstwy

CdS. ale z odpowiednio przygotowanego z+4cza Schottkiego.
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111 Praca H6 jest ponadto, w ocenie recenzenta, zbiorem ipodsumowaniem

najwa2nidszych osi49nig6 habilitanta, w kt6lel zidentyHlkowano nie tylko

sygna+y podobne do NI iN2, ale dokonano selektywnego rozr62nienia

sygna+6w pochodzqcych z poszczeg61nych obszar6w

migdzypowierzchniowych iobjgtofciowych struktur CIGS.

W pracy H4 potwierdzono dogwiadczalnie istnienie bariery potencjaiu

pomigdzy warstwq pod+02a molibdenowego z resztq materia+u w formie

kontaktu nieomowego. W4tek ten przewija sig zreszt4 r6wnie2 w tracy H5.

Wyniki synlulacji numerycznych baiier potenqa+u powstalqcych na granicy

ziaren materia+u w strukturach CIGS, zawarte w pracy H3, jest wk+adcnl

oryginalnym do rozwoju nauki.

lv

V

5 Osiqgnigcia w zakresie dzia+a6 dydaktycznych iolganizacyjnych

Habilitant posiada bardzo bogate dogwiadczenie w prowadzeniu zajg6 dydaktycznych.

.lego aktywnofC, w tym zakresie, obejmowa+a prowadzenie Cwiczefi tablicowych,

laboratori6w iwyk+ad6w. Zajgcia te by+y prowadzone dla student6w innych

wydzia+6w Politechniki Warszawskiej w zakresie fizyki og61nej oraz dla student6w

kierunku fizyka. Co warne, zajgcia dla fizyk6w oraz og61nie zajgcia wyktadowe

dotyczy+y tematyki zaawansowanel, takiej jak flzyka wsp6+czesna, fotonika, czy

fbtowoltaika. Wszystko to wskazuje na du2q samodzielnogC kandydata w tym zakresie

i predysponuje go do podejmowania coraz bardziel odpowiedzialnych wyzwa6

dydaktycznych. Ponadto, co jest szczeg61nie warne, to zdolno96 pc+nienia przcz

habilitanta funkcji promotora pracy magisterskiej itrzech proc in2ynierskich.

Kandydat sprawowa+ ponadto bezpogredni4 opiekg na laboratoriami specjalistycznymi

w zakresie fotonikiifizyki cia+a sta+ego.

W stopniu wystarczajqcym habilitant uczestniczy+ te2 w dzia+aniach

upowszechniajqcych naukg (DUN). Polega+o to na udziale w organizowanych

festiwalach nauki oraz na w+qczeniu sig w program mentorski dla zdolnych uczni6w
szk6} grednich.
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6. Ocena ko6cowa

Biorqc pod uwagg wszystkie wymienione powy2el fakty, stwierdzam, 2e dorobek

naukowy iinne foamy aktywnogci zawodowei dr in2. Aleksandra Urbaniaka spe+niajq

wymagania stawiane w Ustawie (Ustawa z dnia 14 march 2003 r. o stopniach

naukowych itytule naukowym oraz o stopniach itytule w zakresie sztuki,

Obwieszczenie Marsza+ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiel z dnia 3 czerwca 2016 --

Dz. U. 2016, poz. 882, Rozporzqdzenie MNiSW z dnia 26 wrzegnia 2016 roku -- Dz.

U. z dnia 30 wrzegnia 2016 roku, poz. 1 586).

Przedstawiony we wniosku o przeprowadzenie postgpowania habilitacyjnego dorobek

dr in2. Aleksandra Urbaniaka o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie

nauk fizycznych, dyscyplinie fizyka, oceniam pozytywnie iwnoszg o dopuszczcllie go

do dalszych etap6w postgpowania habilitacyjnego.

.--* \' ..
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